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【序】酸化ガリウム Ga2O3はバンドギャップ約 5 eV のワイドギャップ半導体[1]として近年

さかんに研究されており、熱力学的に安定なβ相、コランダム型のα相の他にγ相やε相などの

結晶多型が存在する。なかでも、六方晶系の結晶構造をもつε-Ga2O3は、単相のエピタキシ

ャル薄膜において強誘電性が報告されている[2]。しかしながら、既報では絶縁性基板を用

いていたため、電子物性はほとんど評価されていない。そこで、本研究では誘電特性評価を

行うために、様々な単結晶基板上にε-Ga2O3エピタキシャル薄膜の合成を行った。 

【実験】薄膜合成には準安定相の成長が可能なミスト化学気相成長法を用いた。ガリウムア

セチルアセトナート Ga(C5H8O2)3 0.025Mと HCl 0.05M の水溶液前駆体を 2.4GHz超音波振

動子を用いてエアロゾル化し、窒素ガスで加熱した基板上に気相成長した。基板には α-

Al2O3(0001)面、イットリア安定化ジルコニア（YSZ）(111)面、そして YSZ(111)面上の酸化

インジウムスズ（ITO）(111)配向エピタキシャル薄膜を用いた。X線回折測定から、α-Al2O3

基板上では 570 °C、YSZ(111)上では 650 °C、

ITO(111)上では 600 °C の基板温度で単相の

ε-Ga2O3(0001)配向薄膜が得られることが分

かった(Fig. 1)。極点図測定から 6回対称の回

折ピークが得られ、面内配向は ε-Ga2O3 

[ 101�0 ]||Al2O3 [ 101�0 ] お よ び ε-Ga2O3 

[101�0]||YSZ [11�0]で、エピタキシャル成長を

確認した。また、0004ピークロッキングカー

ブの半値幅は 0.87 °であり、ハライド気相成

長法で合成された薄膜と同程度の結晶性を

有していた[3]。当日は ITO(111)/YSZ(111)上に

成長させたε-Ga2O3 薄膜の誘電率測定の結果

についても議論する。 
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Fig. 1. X-ray diffraction θ-2θ patterns of ε-
Ga2O3 epitaxial thin films grown on various 
substrates.  
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